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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereictitan Unterlagen entnommen 

(g) Verfahren zur Herstellung von Lothockern definierter GroSe 
@ EIn Verfahren zur Herstellung von Lothockern definler- 

ter GrofSe, wobef man auf einem Substrat eine von Lot be- 

netzbare Kontaktschicht aufbnngt und wobet man zylfn- 

derformige Lotsaulen auf der Kontaktschicht strukturiert 

und diese anschlieBend durch Eno/armen in einen Lothok- 

ker von im wesentlichen kugelkappenformiger Gestalt 

umschmelzt, 1st gekennzeichnet durch folgende Schritte: 

Man bringt auf die Kontaktschicht eine von Lot nicht be- 

netzbare, oxidierbare. Lotstoppschicht auf, welche Off- 
■ nungen vorgegebener GrolSe aufweist, man tempert das 

Substrat zusammen mit sanrrtlichen auf ihm aufgebrach- 

ten Schichten vor der Strukturierung der Lotsaulen in Luft 

temperaturgesteuert, derart, daB im Ubergangsbereich 

zwischen Lotstoppschicht und Kontaktschicht ein Saum 

aus einer von Lot nicht benetzbaren Oxidschicht durch La- 

teraldiffusion der Oxide der Lotstoppschicht entsteht. 
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Beschreibung 
Stand der Technik 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 
Lothockern definierter GroBe, wobei man auf einem Sub- 
strat eine von Lot benetzbare Kontaktschicht aufbringt und 
wobei man zylinderfbrmige Lotsaulen auf der Kontakt- 
schicht strukturiert und diese anschlieBend durch Erwannen 
in einen Lothocker von im wesentlichen kugelkappenformi- 
ger Gestalt umscfamelzt. 

Verfahren zur Herstellung von Lothockern (englisch 
bumps) definierter GroBe sind seit langem bekannt. Derar- 
tige Lothocker dienen beispielsweise der Befesdgung und 
gieichzeidgen Kontakderung elektronischer oder optoeLek- 
tronischer Bauelemente-Chips auf einer IVageiplatte oder 
einem Substrat. Die Lothocker konnen dabei sowohl auf der 
Tragerplatte als auch auf dem zu kontakderenden Bauele- 
ment-Chip aufgebracht sein. Im Bereich der Lothocker mus- 
sen auf der Tragerplatte oder dem Substrat metallische, 
durch das Lot benetzbare Hachen vorgesehen sein, damit 
ein guter Lotkontakt beim Aufloten der Bauelemente, bei- 
spielsweise der Chips, gewahrleistet ist. 

Ein derartiges Verfahren ermoglicht auch eine prazise Po- 
sitionierung von Bauelementen, beispielsweise optoelektro- 
nischen Bauelementen, auf der Mgerplatte dadurch, daB 
das aufzulotende Bauelement durch die Oberflachenspan- 
nungskrafte der wahrend des Auflotens flussigen Lothocker 
in eine durch die Kontaktflachen auf der Tragerplatte und 
dem Bauelement vorgegebene definierte Lage gezogen wird 
und somit mit boher Genauigkeit posidoniert werden kann 
(Selbstzentrierung). Kleinere Fehlpositionierungen beim 
Aufsetzen des Bauelements auf das Substrat oder die Tra- 
gerplatte konnen auf diese Weise selbsttatig korrigiert wer- 
den. 

Bel derardgen Verfahren zur Herstellung von Lothdckern 
. ist es erforderlich, daB sowohl die mit Lot benetzbare Kon- 
taktschicht als auch eine dem Lothocker gegeniiberliegende 
Kontaktflache, beispielsweise eines aufzubringenden Bau- 
elements, hinsichtlich ihrer Benetzbarkeit lateral auf die 
GroBe des Loihockers begrenzt ist. Andemfalls wurde sich 
beim Umschmelzen der zylinderforraigen Lotsaulen das Lot 
weitraumig iiber die Kontaktschicht auf dem Substrat bzw. 
auf dem aufzubringenden Bauelement verteilen und so eine 
elektrische Kontakderung durch Kurzschlusse verhindem. 
Auch eine Selbstzentrierung ware so nicht moglich. 

Ein aus dem Stand der Technik bekanntes Verfahren, bei 
dem die benetzbare Kontaktschicht, auf die der Lothocker 
aufgebracht wird, lateral begrenzt ist. sieht vor, daB die be- 
netzbare Kontaktschicht in der GroBe der Grundflache des 
Lothockers strukturiert wird. Anhand von Fig. 3 wird ein 
solches aus dem Stand der Technik bekanntes Verfahren er- 
l^utert. Auf einem Substrat 31 ist eine metallische Kontakt- 
schicht 33 aufgebracht und strukturiert. Diese Kontakt- 
schicht 33 hat tiblicherweise die Form eines Kreises oder ei- 
nes regelm^igen Vielecks. Wenn ein auf sie aufzubringen- 
der Lothocker 35 gleichzeidg zur elektrischen Kontakde- 
. rung verwendet werden soE, muB eine strukturierte Strom- 
leitungsbahn 33a zur GrundflSche und zur Kontaktflache des 
Lothockers 35 gefiihrt werden. Mindestens am Ubergang 
von der Stromleitungsbahn 33a zur Kontaktschicht 33 wird 
die Begrenzung der Kontaktschicht gestort, so daB ohne 
weitere MaBnahmen Lot vom Lothocker 35 beim Auf- 
schmelzen auf die Leiterbahn in einer Lotzunge 35a vor- 
dringen kann und die laterale und vertikale Positionierung 
. einer Kontaktflache 43 beispielsweise eines aufzubringen- 
den Chips 41 beeintrachdgt wird. 
Aus der US 5 024 372 gcht ein Verfahren zur Herstellung 



von Lothockern definierter GroBe hervor, bei dem begrenzte 
Kontaktflachen der Kontaktschicht vorgesehen sind, die von 
. Begrenzungsfiachen umgeben sind, welche eine laterale Be- 
grenzung fur das aufzuschmelzende, iiber den Kontaktfla- 
5 chen angeordnete saulenformige Lot darstellen. 

Die seitlichen Begrenzungsfiachen werden auf fototech- 
nischem Wege hergestellt, sie mUssen nach Herstellung der 
Lothocker wieder von dem Substrat bzw. der Tragerplatte 
entfemt werden. Ein derartiges Verfahren zur Herstellung 

10 von Lothockern definierter GroBe ist im Hinblick auf eine 
schnelle und prazise Kontakderung von Bauelementen pro- 
blemalisch, da es sehr viele Schritte umfaBt. 

Ein weiteres, aus dem Stand der Technik bekanntes Ver- 
fahren zur Herstellung von Lothockern definierter GroBe 

15 wird schlieBlich in Verbindung mit Fig. 4 erlSutert Bei die- 
sem Verfahren wird iiber der metallischen Kontaktschicht 
53, 63 auf dem Substrat 51 bzw. dem aufzubringenden Chip 
61 eine nicht benetzbare Begrenzungsschicht 54 bzw: 64 
aufgebracht, in. der Offhungen 56 bzw. 66 vorgegebener 

20 GroBe vorgesehen sind. Als Begrenzungsschichten 54, 64 
sind beispielsweise dielektrische Schichten, z, B. Polyimid 
(PI), gehrauchlich. Diese Schichten weisen eine Dicke auf, 
die wesentUch kleiner ist als die Hohe der Lothocker, da 
sonst bei einer geringen Fehlpositionierung beim Aufsetzen 

25 des aufzubringenden Bauelements ein Kontakt des Lothok- 
kers mit der benetzbaren Kontaktschicht verhindert wurde 
und auch die oben beschriebene Selbstzentrierung des Bau- 
elementes beim Aufbringen nicht mehr moglich ware. 
Nachteilig bei diesem Verfahren zur Herstellung von Lot- 

30 hdckem definierter GroBe ist, daB Lot 55 bdm Umschmel- 
zen und beim Aufschmelzen wahrend der Montage der Bau- 
elemente infolge der erforderlichen guten Benetzung der 
Kontaktschicht am Rand 57, 67 der Begrenzungsschicht als 
Lotzunge 55a unter diese Schicht kriecht und sie dadurch 

35 anheben kann. Dadurch wird die Posidonieigenauigkeit so- 
■ wohl in lateral er als auch in vertikaler Richtung verschlech- 
tert und die Prazision der Verbindung beeintrachdgt. Eine 
sehr feine Strukturierung mit vielen eng beieinanderliegen- 
den Lothockem ist auf diese Weise nicht moglich. 

40 Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die oben 
genannten Nachteile zu beseitigen und ein Verfahren zur 
Herstellung von Lothockem definierter GroBe der gattungs- 
gemaBen Art derart zu verbessern, dafi dieses bei einfacher 
* und schneller Durchfiihrung eine sehr prazise laterale Be- 

45 grenzung der Lothdcker ermdglicht. 

Vorteile der Erfindung 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren zur Herstellung 
50 von Lothockem definierter GrdBe der eingangs beschriebe- 
nen Art erfindungsgem^ durch die folgenden Schritte ge- 
lost: 

Man bringt auf die Kontaktschicht eine von Lot nicht be- 
netzbare, oxidieibare Lotstoppschicht auf, welche OShun- 

55 gen vorgegebener GrSBe aufweist, 

man tempert das Substrat zusammen mit samdichen auf es 
aufgebrachten Schichten vor der Strukturierung der Lotsau- 
len in Luft temperatuigesteuert derart, daS im Ubergangsbe- 
reich zwischen der Lotstoppschicht und der Kontaktschicht 

60 ein Saum aus einer von Lot nicht benetzbaren Oxidschicht" 
durch Lateraldiffusion der Oxide der Lotstoppschicht ent- 
steht. 

Die Ausbildung des Saums aus einer von Lot nicht be- 
netzbaren Oxidschicht auf der Lotstoppschicht durch Auf- 
65 bringen einer oxidierbaren Schicht aus einem oxidierbaren 
Material mit deflnierten Offnungen und anschlieBendes 
Tempem des gesamten Schichtenaufbaus aus Substrat, Kon- 
taktschicht und Lotstoppschicht hat den besonders groBen 
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Vorteii, dafi auf einfache und sehr schnelle Weise eine sehr 
prazise lateraie Begrenzung der Lothdcker eneicht werden 
kann. 

Rein prinzipiell konnen als Koataktschichten die unter- 
schiedlichsten metallischen Schichtea verwendet weiden. 
Eine vorteilhafte AusfUhrungsform sieht vor, daB man als 
Kontaktschicht eine Goldschicht verwendet. 

Was die Lotstoppschicht betrifft, so konnen auch hier un- 
terschiedliche von Lot nicht benetzbare metallische Schich- 
ten verwendet werden. 

Eine vorteilhafte Ausfiihningsform sieht die Verwendung 
einer Chromschicht vor. 

Bel einer anderen vorteilhaften Ausfiihrungsform ver-, 
wendet man als Lotstoppschicht eine Nickelschicht. 

SchlieBlich kann auch eine Nickel/Chromschicht verwen- 
det werden. 

Diese Schichten sind sehr gut oxidierbar, wobei sowohi 
die Lotstoppschicht selbst als auch deren Oxid von Lot nicht 
benetzbar sind. 

Hinsichtlich der Dicke der Kontaktschicht und der Dicke 
der Lotstoppschicht hat sich eine Dicke von 1 bis 5 pm als 
vorteilhaft erwiesen. 

Die Dicke der Lotstoppschicht betragt vorzugs weise 0,2 
bis 0,5 pm. 

Was den Tempervorgang betrifft, so wurden hierzu bis- 
lang keine naheren Angaben gemacht. Eine vorteilhafte 
Ausfiihrungsform sieht vor, daJ3 das Tempem bei Tempera- 
turen zwischen 200 bis 400^*0 und uber einen Zeitraum von 
2 bis 24 Stunden stattfindet. 

Die Breite des Saums hangt von der Temperatur und ins- 
besondere auch von der Zeit des Tempervorgangs ab. Mit 
zunehmender Temperatur und zunehmender Temperzeit 
kann die Breite des Saums vergroBert werden. 

Um insbesondere einen Mehrschichtenaufbau zu ermog- 
lichen, kann bei vorteilhaften Ausfiihrungsformen vorgese- 
hen sein, da3 auf die Lotstoppschicht wenigstens eine Poly- 
imid(PI)-Schicht zu Isolationszwecken aufgebracht wird. 

. Zeichnung 

Weitere Merkmale und \ferteile der Erfindung sind Ge- 
genstand der nachfolgenden Beschieibung, in der Ausfiih- 
rungsbeispiele des Verfahrens in Verbindung mit der Zeich- 
nung naher erlautert werden. 

In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 einen mittels des erfindungsgemSBen Verfahrens 
auf einem Substrat aufgebrachten Lothocker; 
■ Fig. la eine DetailvergroBerung eines in Fig. 1 mit la ge- 
kennzeichneten Ausschnitts und 

Fig. 2 einen mittels des erfindungsgemaBen Verfahrens 
auf einem als Trager dienenden Bauelements aufgebrachten 
Lothocker kurz vor der Montage auf einer Tragerplatte. 

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 

In Fig. 1 ist ein Schichtaufbau fiir die Kontaktierung mit 
Lothockern dargestellt. Sowohi auf einem Substrat 1 als 
auch auf einem auf diesem aufeubringenden Chip 11 ist iiber 
eine Haftvermittlungsschicht 2, 12 je wells eine Kontakt- 
schicht 3. 13 aufgebracht Diese Kontaktschichten 3. 13 
kdnnen stcukturiert sein, um verschiedene Strompfade von- 
einander zu trennen (nicht dargestellt). Die Posidonen der 
Grundflachen 9 bzw. Kontaklflachen 19 fUr LothScker 5 
wird durch eine auf den Kontaktschichten 3, 13 jeweils auf-^ 
gebrachte Lotstoppschicht 4, 14, welche Offnungen 6, 16 
aufweist, definiert. Um das Eindringen des Lotes zwischen 
die Kontaktschicht 3, 13 und die Lotstoppschicht 4, 14 an 
Randem 7, 17 der Offnung 6, 16 zu verhindem, wird vorge- 



gangen, wie nachfolgend beschrieben. 

ZunMchst wird ein Schichtaufbau obenerwahnter Schich- 
ten hergestellt. Als Substrat 1 kotnmt Keraniik, Silizium 
Oder ein sonstiges gebrauchliches Substratmaterial zum Ein- 
s satz. Die Kontaktschicht 3 besteht aus Gold, die Haftver- 
mittlungsschicht 2 aus einem fOr die Haftung von Gold auf 
dem SubsUratmaterial geeigneten Material, wie z. B. Tantal- 
nitrid, Molybdan oder Titan/Wolfram. 

Als Lotstoppschicht 4 wird Chrom, Nickel oder Nickel/ 
10 Chrom verwendet. 

Die Lotstoppschichten 2, 4 weisen eine Dicke von 0,2 bis 
0,5 pm auf, wahrend die Goldschicht eine Dicke von 1 bis 

5 pm aufweist. Zu der Lotstoppschicht 2, 4 sind Offnungen 

6 vorgesehen, die beispielsweise auch nach dem Aufbringen 
15 der Lotstoppschicht 2, 4 in dieser strukturiert werden kon- 
nen. 

. Nachdem dieser Schichtaufbau hergestellt wurde, wird 
das Subsurat zusammen mit den auf ihm aufgebrachten 
Schichten in tuft bd einer Temperatur von 200 bis 400**C 

20 Uber einen Zeitraum von 2 bis 24 Stunden getempert. Dabei 
bildet sich im t)bergangsbereich zwischen der Lotstopp- 
schicht 2, 4 und der Kontaktschicht 3, 13 ein Saum 8 aus ei- 
ner von Lot nicht benetzbaren Oxidschicht des fUr die Lot- 
stoppschicht verwendeten Materials, d. h. ein Saum 8 aus 

25 Chromoxid oder Nickelbxid, aus. 

Die Dicke des Saums 8 kann durch die Tempertemperatur 
sowie die Temperzeit eingestellt werden. Mit zunehmender 
Tempertemperatur und zunehmender Temperzeit ninrnit die 
Dicke des Saums 8 zu. 

30 Diesem Verfahren liegen folgende physikalische und che- 
mische Erfahrungstatsachen zugrunde. Tempert man eine 
Goldschicht mit einer darunter liegenden Nickel-, Chrom- 
oder Nickel/Chromschicht bei den oben erwahnten Bedin- 
gungen, so diffundieren die Elemente Nickel und Chrom 

35 durch die Goldschicht hindurch. Aus Experimenten ist be- 
kannt, daB bei den obengenannten Temperbedingungen Nik- 
kei und Chrom durch eine mehrere jim dicke Goldschicht 
hindurch diffundieren. Im Inneren der Goldschicht findet 
man danach mit tiefenanalytischen Methoden (SIMS) nur 

40 eine geringe Konzentration von Nickel und Chrom. An der . 
Oberflache der Goldschicht findet eine Reakdon. des 
Chroms bzw. Nickels mit dem Sauerstoff der Luft statt, so 
daB dort Chromoxid bzw. Nickeloxid entsteht. Diese Oxide 
sind in der Goldschicht nahezu unbeweglich. Als Folge hier- 

45 von reichert sich das Chrom bzw. Nickel als Oxid auf der 
Goldoberflache an der Grenze zu Luft wahrend des Diffusi- 
ons- und Reaktionsprozesses an. Solche Schichten sind 
nicht von Lot benetzbar. 

Hochschmelzende Elemente wie Titan, Wolfram, Tantal 

50 oder Molybdan weisen dagegen nur eine sehr geringe Diffu- 
sion in der Goldschicht auf. Daher findet ein oben beschrie- 
bener Diffusions- und ReaktionsprozeB dieser Elemente 
nicht statt, und eine Goldschicht mit einer Haftschicht aus 
diesen Elementen bleibt auch nach der Temperung lotbar. 

55 Diese Erkenntnis wird nun in dem oben beschriebenen 
Verfahren zur Herstellang von Lothockern definierter GroBe 
ausgenutzt. In der Haftschicht 2 unter der Goldschicht 3 
werden die obenerwahnten hochschmelzenden Elemente 
und deren Verbindung verwendet (Tantalnitrid, Titan/Wol- 

60 fram. Molybdan). Die Goldschicht im Innem der Offnung 6 
bleibt daher auch nach dem erfindungsgemlBen Temperpro- 
zeB 15tbar. FUr die Lotstoppschicht 4 werden - wie oben 
ebenfalls beschrieben - die Elemente Nickel, Chrom oder 
Nickel/Chrom verwendet An der Grenzflache zu der Kon- 

65 taktschicht 3, 13 aus Gold findet dann wahrend der Tempe- 
rung eine Diffusion dieser Elemente in vertikaler sowie auch 
in lateraler Richtung in der aus Gold bestehenden Kontakt- 
schicht 3, 13 statt. Eine Oxidation von Nickel und Chrom 



DE 197 12 

5 

kann nur am Rand 7 der Offnung 6 erfolgen, da nur hier 
Kontakt zu Luft-Sauerstoff besteht. Das in der Goldschicht 
vom Rand 7 unter die Offnung 6 diffiindierende Chrom bzw. 
Nickel oxidiert daher unmittelbar am Rand und bildet. dort 
eine Diffusionssenke in Form des Saumes 8, die aus Nickel- 5 
oxid bzw. Chromoxid besteht (vgl. Fig. 1 und Fig. la). Die- 
ser Saum 8 um die Offnung 6 ist von Lot nicht benetzbar. 
Hierdurch wird erreicht, daB die Lotstoppschicht 4, 14 wirk- 
sam vor einem "Unterwandem" des fliissigen Lotes beim. 
Aufschmelz- oder KontaktiemngsprozeB geschiitzt ist. 10 

Ein entsprechender Schichtaufbau und die gleicben Tem- 
perbedingungen warden auch im Schichtsystem des zu men- 
tierenden Bauelementchips 11 eingesetzt. Der Lothdcker 5 
kann sowohl auf dem Substrat 1 als auch auf dem Bauele- 
ment 11 auf die beschriebene Weise hergestellt werden. 15 

Die Lotstoppschicht 4 kann gleichzeitig auch als Haft- 
schicht fur eine weitere, daruber liegende Isolationsschicht 
bei Vielschichtsystemen mit mehreren Leiterebenen ver- 
; wendet werden. In Fig. 2 ist hierzu ein Beispiel fur Hochfre- 
quenzanwendungen dargestellt. Auf dem Substrat 1 ist Uber 20 
der unteren Haftschicht 2 und der unteren Kontaktschicht 3 
eine durch eine dicke Polyimidschicht 21 elektrisch isolierte 
obere Goldschicht 23 zur Herstellung von Mikrochip-Wel- 
lenleitem oder grounded group Planar- Wellenleitem erfor- 
derlich. Da Polyimidschichten auf Gold nur eine geringe 25 
Haftfestigkeit besitzen, kann die Lotstoppschicht 4 gleich- 
zeitig als Haftschicht fiir eine dariiberliegende Polyimid- 
schicht verwendet werden. Da diese Polyimidschicht 21, die 
als Isolationsschicht wirkt, nicht zur lateralen Begrenzung 
der Kontaktflgchen fUr Lothdcker 15 benutzt werden mu6, 30. 
kann sie von der Offnung 6 zuriickgesetzt sein und eine gro- 
fiere Dicke aufweisen, ohne daB die Positionicrung der Lot- 
hdcker.15 daduich beeintrachtigt wird. 

So ist beispielsweise fur Hochfrequenzleitungen im Fre- 
quenzbereich um 10 GHz eine Dicke der Polyimidschicht 35 
21 von 10 bis 30 pm erforderlich. Wurde man eine derartige 
Schicht als Lotstoppschicht 4 vbrwenden, so konnten die 
Lothocker 15 bei einer geringen Fehlpositionierung die 
Konlaktflachen 9 nicht beruhren. Durch die oben beschrie- 
bene Herstellung der Lothocker unter Verwendung der Lot- 40 
stoppschicht 4, 14 und des Saumes 8 kann nun aber - wie . 
beschrieben - die dicke Isolationsschicht 21 so weit von der 
Offnung 6 zuriickgesetzt werden, daB eine Beeintrachtigung 
der Lothockerpositionierung ausgeschlossen ist. 

Ein weiterer Vorteil des oben beschriebenen Verfahrens 45 
liegt darin, daB die Schichten gleichzeitig als Hohenan- 
schlag bei der Chipmontage dienen konnen. Die Summe der 
Die ken der Schichten zwischen der Grundfliache 19 und der 
Kontaktflache 9 muB dabei geringer sein als die Hohe der 
Lothocker 15 im aufgeschmolzenen Zustand und groBer als 50 
die Hohe, die die Lothocker 15 nach der Benetzung der 
Kotitaktflache 9 ohne Hohenanschlag einnehmen wiirde. 

Beide H5hen lassen sich durch die Wahl des Lotvolumens 
und die Gr36e der durch die Offnungen 6 bestimmten Kon- 
laktflachen 9 einstellen, Um eventuelle KurzschlUsse zwi- 55 
schen einer oberen Leiterschicht 23 und der metallischen 
Lotstopschicht 14 zu vedxindem, werden an mindestens drei 
Stellen innerhalb der Chip-t)berdeckungsflache isolierende 
Auflage- und Abstandselemente 24 auf der oberen Leiter- 
bahn 23 angeordnet, deren Dicke in die oben genannte Dik- 60 
kensumme eingerechnet werden muB. Diese Auflage- und 
Abstandselemente konnen auch an den komplementaren 
Stellen auf dem aufzubringenden Chip 11 angeordnet wer- 
den. Die Hohe des Chips 11 uber dem Substrat 1 wird durch 
die Dicken der Schichten bestimmt. 65 



219 A 1 

6 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung von Lothockem (5, 15) 
definierter GroBe, wobei man auf einem Substrat (1) 
eine von Lot benetzbare Kontaktschicht (3, 13) auf- 
bringt und wobei man zylinderfdrmige Lotsaulen auf 
der Kontaktschicht (3, 13) strukturiert und diese an- 
schlieBend durch Erwarmen in einen Lothocker (5, 15) 
von im wesentlichen kugelkappenfbrmiger Gestalt um- 
schmelzt, gekennzeichnet durch folgende Schiitte: 
,Man bringt auf die Kontaktschicht (3, 13) eine von Lot 
nicht benetzbare, oxidierbare Lotstoppschicht (4, 14) 
auf, welche Offnungen (6, 16) vorgegebener Gr5Be 
aufweist, 

man tempert das SubsUrat (1) zusammen mit samtlichen 
auf ihm aufgebrachten Schichten vor der Strukturie- 
rung der Lotsaulen in Luft temperaturgesteuert derart, 
daB im Ubergangsbereich zwischen Lotstoppschicht 
(4, 14) und Kontaktschicht (3, 13) ein Saum (8) aus ei- 
ner von Lot nicht benetzbaren Oxidschicht durch Late- 
raldiffusion der Oxide der Lotstoppschicht entsteht. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB man als Kontaktschicht (3, 13) eine Gold- 
schicht verwendet. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man als Lotstoppschicht (4, 14) eine oder 
mehrere der folgenden Schichten verwendet: 
Chromschicht, Nickelschicht, Nickel/Chromschicht. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Kontaktschicht (3, 13) 
cine Dicke von 1 bis 5 >mi aufweist. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Lotstoppschicht (4, 14) 
eine Dicke von 0,2 bis 0,5 pm aufweist. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Tempern bei Tempera- 
turen zwischen 200 und 40Q®C und iiber einen Zeit- 
raum von 2 bis 24 Stunden stattfindet. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf die Lotstoppschicht (4, 
14) wenigstens eine Polyimid(PI)-Schicht zu Isolati- 
onszwecken aufgebracht wird. 
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